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１．概要（Summary） 

ガラス基板は近年半導体 3 次元実装用の冷却流路デ

バイスやバイオチップ用微小流路への応用が期待されて

いる。本研究では、後工程でのガラス基板同士の接合を

想定し、200 °C 以下のプロセス温度でのガラスウェハ直

接接合を検討する。接合実験の準備として、ガラス表面へ

のプラズマ処理の影響を評価するため、 プラズマ処理前

後での表面粗さの変化を原子間力顕微鏡(AFM)で行っ

た。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

・ 汎用平行平板 RIE 装置 10NR 
・ ドラフトチャンバー 

【実験方法】 
 実験には 4 インチ無アルカリガラスウェハを使用した。汎

用平行平板RIE装置 10NRにより酸素プラズマ処理(50 
sccm, 10 Pa, 300 W, 120 sec)を施した。処理を行ったガ

ラスウェハを 200 °C で接合した。接合は接合面の表面粗

さと接合強度により評価した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig. 1にプラズマ処理前後でのガラス表面のAFM像を

示す。プラズマ処理前後では表面粗さには変化が見られ

なかった。一般的にウェハ直接接合には表面粗さ RMS  
1 nm 以下が望ましいとされるが、本研究で検討する接合

プロセスにおいて表面粗さは RMS 0.5 nm 程度であり、

接合に適した表面を維持することが示唆された。 
 また接合実験では、ウェハ全面に渡り接合が確認された。

接合強度は 1 J/m2 程度を示し、一定の接合強度が得ら

れることが確認された。 
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Fig. 1 AFM image of the glass surface before 
and after plasma treatment 


